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有機薄膜トランジスタ(OTFT)のデバイス動作機構は電極からのキャリア注入と、ゲート絶
縁層－半導体層界面におけるキャリア輸送により特徴づけられる。我々はこれまでにソース

電極とドレイン電極に流れる変位電流をデバイス動作下で同時計測し、ペンタセン OTFT の
キャリア注入および輸送特性を変位電流とチャネル電流を同時に測定することにより評価し

てきた[1-3]。今回全て印刷技術を用いることで作製
されたトップゲートボトムコンタクト型 (TGBC) 
TFTに対して変位電流計測(DCM)を適用し、その特
性評価を行ったので報告する。 
プラスチックフィルム上に印刷法によって作製

された TGBC型の OTFTに対して、Fig. 1のような
測定回路を形成し、ソース・ドレイン電極を接地し

た条件で、ゲート電極に三角波を入力し、その際に

ソース端・ドレイン端に流れる電流を測定した。 
Fig. 2にソース・ドレイン電極を接地(Vd=0)した際

の、ソース・ドレイン電極端における変位電流のゲ

ート電圧依存性を示す。ソース側で検出された変位

電流 Isは、Vgの負方向掃引時に注入開始電圧でピー

クがあり、Vgが負領域の Isは、正領域よりも大きく

なっており、p 型動作している。一方、ドレイン側
で検出された変位電流 Idは Vgの負方向掃引時に、Id

の絶対値が Vgと共に増加している。 
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Fig. 1 TGBC型 OTFT模式図と測定回路  

Fig. 2 ソース電流 Isとドレイン
電流 Idのゲート電圧 Vg依存性 
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